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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadlirat Alloh SWT, yang telah
memberi kekuatan Iman dan Islam pada kami sehingga dapat
mewujudkan penulisan tugés akhir yang berjudul Pembuatan Silikon
Amorf Terhidrogenisasi dengan Metode Evaporasi, vyang menjadi yang
syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang fisika
pada jurusan fisika-MIPA Universitas Diponegoro Semarang.

Besar harapan penulis, apa vyang telah disusun ini dapat
bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam
fisika material bidang semikonduktor dan ilmu fisika secara umum.
Atau minimal dapat memberi sedikit masukan tentang perkembangan
silikon amorf pada jurusan fisika Universitas Diponegoro yang
kami cintai.

Penulis menyadari apa vyang disusun ini masih banyak
kelemahan dan kekurangan. Untuk itu penulis selalu membuka pintu
kritik dan saran yang membangun guna perbaikan selanjutnya.

Pada kesempatan ini pula perkenaankan kami untuk mengucapkan
terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Diponegoro Semarang

2. Bapak KaPus. PPNY-BATAN Yogyakarta



3. Ibu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Diponegoro

4. Bapak Ketua Jurusan Fisika-MIPA Universitas Diponegoro

5. Bapak Drs. Wahyu Setiabudi, MS selaku pembimbing I

€. Bapak Drs. Agus Santosd selaku pembimbing IT

7. Bapak Ir. Suprapto selaku pembimbing III

8. Bapak-Ibu seluruh staf dosen jurusan Fisika-MIPA UNDIP

9. Bapak Ir.BA. Tjipto Prayitno, Bapak Irianto, Bapak Sumarmo,
dan Bapak Mujiono yang telah dengan sukarela membantu penulis
dalam penelitian.

10.Rekan Evi Setiawati, A.A. Sylvia D dan rekan-rekan se-
laboratorium di PPNY-BATAN Yogya.

11.Rekan-rekan mahasiswa angkatan ‘90 jurusan Fisika - MIPA UNDIP

12.Dan kepada semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin
untuk kami sebutkan satu per satu .

Demikian kata pengantar dari penulis bila ada kesalahan dan

kekurangan penulis hanya bisa mohon maaf sebesar-besarnya.
'Semarang, September 1995

Penulis
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